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遷移金属ダイカルコゲナイド（TMDC）単層膜は究極の二次元半導体として期待されるが、接触

抵抗の低減が将来の実用化に向けた大きな課題である [1,2]。一般的に、接触抵抗（Rc）の低減は

不純物ドーピングにより行うが、二次元構造に起因するイオン化エネルギーの増大が TMDC 単層

膜におけるドーピングを困難にしている [3]。そこで我々は、電解質を用いた電気二重層ドーピン

グに着目した。これまで本手法は、物性研究にのみ用いられ、我々が知る限り接触抵抗の低減を

目指した報告はない。重要な点として、本手法において TMDC 単層膜に対する 1014/cm2を超える

高密度なドーピングが既に実現されており[4]、新たな Rc 低減手法としての可能性を秘めている。

本研究では、本手法による Rc減少の確認と抵抗変化のメカニズム解明に挑戦した。 

サイズが大きく四端子電極の作製が比較的容易なため、化学気相成長法を用いて合成された

MoS2単層膜を用いた。MoS2単層膜は dry転写法により SiO2基板へ転写し、電解質には PS-PMMA-

PS によりゲル化させたイオン液体である DEME-TFSI を、電極材料には Ni/Au を用いた。特に、

TMDC と電極の相対位置が与える影響も評価するため非対称な構造を作製し（Fig. 1）、四端子電

極により TMDCの抵抗率および Rcの評価を行った。Fig. 2に示すように、TMDC の抵抗率および

Rcはドーピングにより約 1/103に減少し、電気二重層ドーピングが金属電極/TMDC間の Rc低減に

極めて効果的なことが明らかとなった。発表では、非対称な構造により得られた接触抵抗の結果

に基づき、電気二重層ドーピングにおける Rc低減のメカニズムを考察する。 
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